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Использование метода комбинационного рассеяния (КР) света, 
позволяет определять температуру, используя базовые константы 
вещества исследуемого объекта и результаты прямых измерении.

Целью работы является анализ основных погрешностей установки 
измерения температуры поверхности объектов малых размеров с 
использованием КР света.

Определение температуфы метдом КР света основано на 
температурной зависимости интенсивности стоковой и антистоксовой ias 
составляющих рассеянного излучения;
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гдеі'/, vo-волновые числа оптических фотонов, падающих на исследуемый 
образец и отражающиеся от него, h - постоянная Планка, 
с - скорость света, к -  постоянная Больцмана.

Однако, возникает вопрос относительно точности измерения 
температуры. Погрешность, возникающая при измерении температуры 
методом КР, можно условно разделить на две части. Первая погрешность 
инструментальная, а вторая -методическая.

Температура Т определяется путем измерениязначенийг^, /д,, vo, v,.
В таком случае инструментальная погрешность измерения выглядит так:
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Методическая погрешность связана с нагревом исследуемого объекта 
ихтучением лазера, следовательно, зависит отего мощности. Количество 
теплоты, которое получает объектно время облучения определяется;
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гдеб,- это количество теплоты, которое получает объект от внешнего 
источника излучения, 0„ - количество теплоты, которое излучается 
объектом, Окоид ~ кондуктивная составляющая, 2 «.о»в'Конвективная 
составляющая, Q„ -количество теплоты, которое передается по дложке.

Анализ погрешностей показывает возможность оценки методической 
погрешности при условии корректного подбора конструкции установки, 
что позволит осуществлять температурный контроль как на этапе 
изготовления, таки во время эксплуатации микросхем.
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